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１．概要（Summary） 

シリコン構造体に高い応力のかかるMEMSデバイスの

実現のためには、シリコン深掘エッチング時にピットなどの

欠陥の発生を極力抑えること重要である。この度、東京大

学微細加工プラットフォームの高速シリコン深掘りエッチン

グ装置を利用して、シリコンエッチング側壁の品質向上を

目指した。 
 

２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 
高速シリコン深掘りエッチング装置 
高精細電子顕微鏡 

【実験方法】 
 SOI 基板上にフォトレジストマスクパターンを形成し、深

掘りエッチングを行った。エッチングレシピは、ピットの発

生を抑制しながら、デバイス層貫通時に最下面でグラスと

呼ばれるエッチング残渣が発生しないように調整を行った。

エッチングレシピは東大拠点の標準レシピから始め

た。レシピを前半と後半に分け、後半は終盤にかけて

エッチングステップとデポジションステップの時間

をランプアップ(漸次増加)している。SEM によるシリコ

ン側壁の詳細観察と実験を繰り返し、エッチングレシピを

調整していった。 
 
３．結果と考察（Results and Discussion） 
以下に今回の実験で得られたシリコン構造体の SEM

写真をFig.1とFig.2に示す。エッチングされたシリコン側

壁にピット等の欠陥はなく、良好な表面仕上りが得られて

いる。最下部においてもグラス等の発生はない。 
今回の実験で得られたエッチングレシピを適用し、実際

のデバイスを作製したところ、高い応力に耐え、目標値を

達成することができた。 

 

 
Fig.1 SEM photo of etched silicon sidewall 

 
Fig.2 Cross-section SEM photo of silicon sidewall.  
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